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Nas ultimas décadas, politiofenos e fulerenos tém se destacado como materiais
promissores para aplicacbes em eletrbnica orgéanica, devido as suas
propriedades estruturais e eletrdnicas favoraveis. A incorporagcdo desses
compostos em matrizes poliméricas tem se mostrado uma estratégia eficaz para
controlar a agregacdao e melhorar a dispersao desses materiais[1,2]. Nesse
contexto, a producao de filmes finos € essencial para o desenvolvimento de
dispositivos optoeletronicos, sendo as técnicas de Langmuir vantajosas por
permitirem controle preciso da espessura e da ordenagcdo molecular.



Este trabalho tem como objetivo a fabricagao e caracterizagao de filmes finos de
PCBM:P3HT e ICBA:P3HT obtidos pela técnica de Langmuir-Schaefer (LS) em
camadas alternadas. Os filmes foram preparados em uma cuba de Langmuir
KSV 5000, com treze camadas transferidas para substratos sélidos. As
amostras foram caracterizadas por espectroscopia UV-Vis, microscopia optica e
medigOes elétricas em corrente continua, por meio das curvas corrente—tensao
(I-V) e corrente—tempo (I-t), utilizando o equipamento Keysight B2912A.

As micrografias épticas mostraram a formagao de agregados em todos os filmes
de fulereno:P3HT. As curvas |-V apresentaram comportamento linear, indicando
contatos nao bloqueadores e conducao predominantemente 6hmica na faixa de
tensdo estudada.

Os resultados mostraram que a ordem de deposicéo influencia diretamente as
propriedades Opticas e elétricas. Filmes com camadas alternadas de P3HT e
derivados de fulereno exibiram maior absor¢ao, melhor organizagao molecular e
condutividade superior aos filmes mistos, confirmando o potencial dessa
arquitetura para otimizar o desempenho de dispositivos fotovoltaicos organicos.
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